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トランジスタ内の二次元プラズモンを用い

たテラヘルツ（THz）波検出器が注目を集めて

いる。我々は非対称二重格子ゲートを有する

InP  HEMT（図 1(a)）を開発し、室温下におい

て従来のプラズモニック検出器を上回る検出

感度を記録している[1]。 

しかし、THz波の自由空間における集光スポ

ットサイズ 0.1－1 mm2に比して、同素子のア

クティブエリアは 10-4～10-3 mm2とはるかに小

さく、受光効率（光結合効率）の低さが課題の

一つであった。そこで本稿では、受光効率の向

上を目的として、(1)同素子の直列接続アレイ

化による実効アクティブエリアの増大、(2)単

体素子の超半球シリコンレンズ集積による集

光スポットサイズの改善を行ない、THz波検出

測定によりそれぞれの効果を検証する。 

光源として光注入型 THz 波パラメトリック

発生器[2]を用い、周波数 0.8 THz、平均出力 7 

μW の THz 波に対する検出感度をロックイン

検出により測定した。図 1(b)に４素子アレイと

単体素子の受光効率を含む外部検出感度のゲ

ート電圧依存性を示す。アレイの検出感度は、

単体と比較して素子数分の約 4 倍に向上して

おり、アレイ化による受光効率の向上が確認さ

れた。レンズ集積素子については当日報告する。 
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図 1：(a)非対称二重格子ゲート HEMTの模式

図、(b)単体素子とアレイの外部検出感度． 
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